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DISPOSITIF DE LECTURE DE CIRCUITS DETECTEURS DE RAYONNEMENT AGENCES EN MATRICE. 

(57) L'invention conceme un dispositif de lecture de circuit 
Btecteur de rayon nernent constitu£ d'une matrice de de- 
tecteurs ^lementaires (Aq) sous la forme d'une matrice de N 
lignes par M colonnes. Le dispositif de lecture comprend un 
ensemble de points 6lementaires (P «), chapue point 616- 
mentaire (P 6tant associ6 a un detecteur elementaire (A 
a) pour stocker les charges d6tect6es par le d&ecteur ele- 
mentaire (A jj), et des moyens de conversion (AP) des char- 
ges stock6es dans chaque point 6l6mentaire (P y). 

Le dispositif de lecture comprend des moyens de stoc- 
kage interm6diaire (C B j) pour stocker les charges issues de 
chaque point 6l6mentaire (P «) et des moyens de transfert 
(MUX) pour transferer sequentiellement, vers les moyens 
de conversion, les charges stock6es dans les moyens de 
stockage interm6diaire (Cri). 

L'invention s'applique a la detection infrarouge, visible 
ou d rayons X. 
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DISPOSITIF DE LECTURE DE CIRCUITS DETECTEURS DE 
RAYONNEMENT AGENCES EN MATRICE 



Domaine technique et art anterieur 

L' invention concerne un dispositif de lecture 
de circuit detecteur de rayonnement et un circuit 
detecteur de rayonnement comprenant un tel dispositif 
de lecture. 

Plus particulierement, 1 ' invention concerne un 
dispositif de lecture de circuit detecteur de 
rayonnement agence sous forme de matrice de detecteurs 
elementaires. 

Les rayonnements detectes peuvent §tre, par 
exemple, des rayonnements aux longueurs d'ondes de 
1 'infrarouge, du visible ou des rayons X. La lecture 
d'un circuit detecteur agencd sous forme d'une matrice 
de N lignes par M colonnes de detecteurs elementaires 
s'effectue par balayage, ligne par ligne ou colonne par 
colonne . 

La figure 1 represente un dispositif de lecture 
ligne par ligne de 1 1 art anterieur. 

Le dispositif de lecture comprend N x M 
detecteurs A L j (i = l, . . . , N ; j=l, . . . , m) , N x M points 
elementaires P i;i/ M bus colonne BCj , M amplif icateurs de 
charges Aj et un circuit de multiplexage MX. Chaque 
point elementaire Pij comprend un transistor Tp pour 
adapter 1 1 impedance du detecteur A^ au circuit de 
lecture, un transistor Tc d ' integration et un 
transistor Ta d'adressage. 

Le detecteur A ±J est, par exemple, un detecteur 
photovoltaique de type N sur substrat P. Le transistor 
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Tp est un transistor NMOS monte en grille commune et 
dont la source et le drain sont respect ivement 
connectes au detecteur et a la source du transistor 
NMOS d' integration Tc. 

Ce principe de couplage d'un detecteur 
photovoltalque a son circuit de lecture est tres 
classique et est souvent design^ par "injection 
directe" dans la litterature. XI en existe de 
nombreuses variantes destinees principalement a 
diminuer 1 ' impedance d' entree et/ou & augmenter 
1 ' impedance de sortie . 

Un signal d'horloge HP est applique a la grille 
de tous les transistors Tp. 

La fonction d 1 integration est ici realis^e au 
moyen d'un transistor NMOS Tc dont la source et le 
drain sont relies, d'une part, au drain du transistor 
Tp et, d' autre part, a la diode d' entree du transistor 
NMOS d'adressage Ta. Dans certains cas, la source et le 
drain de Tc peuvent etre court-circui tes . 

Un meme signal d'horloge HCi (i=l/ ... . / N) est 
applique sur la grille de tous les transistors Tc d'une 
m§me ligne. Chaque ligne du circuit de lecture est 
attaqu^e par un signal d'horloge HCi different. 

Le transistor NMOS d'adressage Ta est monte en 
interrupteur entre le drain du transistor Tc et la 
connexion au bus colonne BCj . 

Un meme signal d'horloge HAi (i=l, N) est 

applique sur la grille des transistors Ta d'une m§me 
ligne. Chaque ligne du circuit de lecture est attaqu^e 
par un signal d'horloge HAi different. 
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I.* amplif icateur de charges Aj (j=l, . M) 
comprend un amplif icateur differentiel AC, une capacite 
Ca et un transistor Tr. 

Le bus colonne BC D relie la sortie du point 
5 elementaire Pij- a 1 ' entree inverseuse de 1 1 amplif icateur 
differentiel AC dont 1 ' entree non-inverseuse est reliee 
a une alimentation Vref . 

La capacite Ca et le transistor Tr sont montes 
en parallele entre 1 ' entree inverseuse et la sortie de 
10 1 'amplif icateur differentiel AC. La capacite Ca est une 
capacite de contre-reaction et le transistor Tr est 
utilise comme interrupteur pour reinitialiser la 
capacite Ca entre la lecture de deux lignes 
consecutives. La grille du transistor Tr est pilotee 
15 par un signal d'horloge HR. Une tension Vj est 
recueillie en sortie de 1 1 amplif icateur differentiel 
AC. 

Les paquets de charges des points elementaires 
Pij d'une meme ligne de rang i sont convertis 
20 simultanement en tension par 1 ' ensemble des 
amplif icateurs de charges Aj places a l'extremite des 
bus colonne. 

Les tensions Vj recueillies en sortie des 
amplif icateurs de charges sont appliquees sur les 
25 differentes entries d'un multiplexeur en tension MX a M 
entrees et une sortie. La tension V s recueillie en 
sortie du multiplexeur MX prend alors pour valeur les 
valeurs successives des tensions Vj (j = l, M) „ 

Lorsqu'une conversion charges -tens ion relative 
30 a une ligne de d^tecteurs a et6 effectuee, les 
amplif icateurs de charges sont reinitialises afin de 
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permettre la conversion charges- tension d'une ligne 
suivante. 

Un inconvenient d'une structure telle que 
decrite ci-dessus est de generer un niveau 61eve de 
bruit . 

Les densites spectrales de tension de bruit des 
transistors MOS sont proportionnelles a 1 ' inverse de 
leur transconductance, laquelle diminue quand le 
courant drain diminue. Or, le fonctionnement simultane 
de 1' ensemble des amplif icateurs de charges impose un 
faible courant de fonctionnement afin de ne pas 
augmenter de maniere redhibitoire la consommation 
globale du circuit de lecture. Cette faible valeur du 
courant de fonctionnement entraine alors des valeurs de 
tension equivalente de bruit elevees . 

Par ailleurs, un amplif icateur de charges a une 
tension de bruit intrinseque en entree fortement 
amplif iee en sortie pour les frequences inferieures a, 
ou situees dans, la bande passante de 1 • amplif icateur . 
Un facteur d* amplif ication du bruit est donne par la 
formule suivante : 

Cin+Ca 
° b= Ca ' ° U 

Ci n est une capacity parasite ramen^e sur .1' entree 

inverseuse de 1 * amplif icateur de charges, et Ca est la 

capacite de 1/ amplif icateur de conversion 

charges / tens ion . 

La capacity parasite C in est proportionnelle au 

nombre de lignes de la raatrice de d^tecteurs ainsi 

qu'au pas qui s^pare deux d^tecteurs d'une ragme ligne 

et la capacity Ca est li6e & la charge maximale 

int^grable dans un point 616mentaire. Par ailleurs, le 
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courant de fonctionnement des amplif icateurs de charges 
est limite par la consonunation imposee au circuit. 

II s'ensuit que le niveau de bruit du circuit 
de lecture est fonction de parametres imposes par le 
5 cahier des charges. C'est en particulier le cas d'un 
composant de grande complexite comprenant, par exemple, 
640 x 480 points elementaires , pour lequel la puissance 
dissipee par les amplif icateurs de charges est une des 
sources principales de cons ommat ion. II n'est done pas 

10 possible, selon i' art connu, de realiser des 
dispositifs de lecture de grand format ayant de bonnes 
performances en bruit. 

L 1 invention ne presente pas les inconvenients 
mentionnes ci-dessus. 

15 En effet, 1 1 invention concerne un dispositif de 

lecture de circuit detecteur de rayonnement constitue 
d'une matrice de detecteurs elementaires sous la forme 
d'une matrice de N lignes par M colonnes, le dispositif 
de lecture comprenant : 

2 0 — un ensemble de points elementaires, chaque point 

elementaire etant associe a un detecteur elementaire 
pour stocker les charges detectees par le detecteur 
elementaire, et 
- des moyens de conversion des charges stockees dans 
25 chaque point elementaire, 

chaque point elementaire comprenant des moyens 
d'adressage pour adresser les charges contenues dans 
chaque point Elementaire vers les moyens de conversion. 

Le dispositif de lecture comprend des moyens de 

3 0 stockage intermediaire pour stocker les charges 

adress<§es issues de chaque point elementaire et des 
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moyens de transfers pour transferer sequent iellement, 
vers les moyens de conversion, les charges stockees 
dans les moyens de stockage intermediaire . 

L' invention concerne egalement un circuit 
detecteur de rayonnement comprenant une matrice de 
detecteurs elementaires et un dispositif de lecture 
pour lire les charges detectees par les detecteurs 
Elementaires. La matrice de detecteurs elementaires 
comprend k matrices elementaires de lignes et M k 

colonnes, k etant un nombre entier superieur ou Egal ci 
1, le dispositif de lecture comprenant k dispositif s de 
lecture Elementaires, chaque dispositif de lecture 
elementaire etant un dispositif selon 1* invention tel 
que ci-dessus pour lire les charges detectees par une 
matrice Elementaire. 

L ' invention permet avantageusement de 
n'utiliser qu'un seul amplif icateur de charges pour 
lire plusieurs points elementaires agences en matrice. 
II est alors possible d'augmenter le courant de 
f onctionnement de 1 1 amplif icateur de charges sans 
entrainer une consommation trop elevEe du dispositif de 
lecture. 

Outre 1"' amelioration des performances de bruit 
du dispositif de lecture, 1 1 augmentation du courant de 
f onctionnement entraine egalement une amelioration de 
differentes caracteristiques de 1 ' amplif icateur de 
charges telles que, par exemple, la bande passante ou 
encore la vitesse de balayage. 

L ■ amplif icateur de charges est genEralement 
implante en pEripherie de la matrice de points 
Elementaires. Avantageusement, selon 1' invention, la 
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geometrie des transistors MOS utilises et 
1 ' architecture de 1 1 amplif icateur de charges peuvent 
£tre optimisees en bruit sans contraintes 
dimensionnelles lors de 1 1 implantation . En particulier, 
1 ' invention n'est pas limitee a une direction 
d 1 implantation comme c'est le cas selon l'art 
ant<§rieur . 

Du fait de la minimisation du nonibre et de la 
complexite des blocs fonctionnels peripheriques de la 
matrice de detecteurs, le rendement technologique de 
fabrication d'un dispositif de lecture selon 
1 ' invention se trouve grandement ameliore. Par 
ailleurs, la lecture des charges etant effectuee par un 
amplif icateur unique, la mise en forme des paguets de 
charges lus s'effectue sans dispersions. 

Breve description des figures 

D'autres caracteristiques et avantages de 
1 ' invention apparaitront a la lecture d'un mode de 
realisation pref erentiel de 1 1 invention fait en 
reference aux figures ci-annexees parmi lesquelles : 

- La figure 1 represente un dispositif de 
lecture de circuit detecteur de rayonnement selon 1 'art 
ant^rieur , 

- la figure 2 represente un dispositif de 
lecture de circuit detecteur de rayonnement selon 
1 ' invention, 

- la figure 3 represente un chronogramme de 
lecture de deux points 61ementaires successifs d'une 
m§me ligne de matrice de points elementaires selon 
1 ' invention . 
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Description detaillee de modes de mise en oeuvre de 
1 1 invention 

Sur toutes les figures, les mgmes rep^res 
designent les m§mes elements. 

La figure 1 a ete decrite precedemment , il est 
done inutile d'y revenir. 

La figure 2 represente un dispositif de lecture 
de circuit detecteur de rayonnement selon 1' invention. 

Le dispositif de lecture comprend egalement un 
ensemble de N x M points elementaires Pij (i=l, . N ; 
j=l, . .., M) et M bus colonne BCj . Les points 
61£mentaires Pij sont, par exemple, identiques aux 
points elementaires representes en figure 1. 

L • extremity de chacun des M bus colonnes BCj 
est reliee a une entree d'un multiplexeur MUX de M 
entrees vers une sortie. 

Le multiplexeur MUX comprend M interrupteurs 
Ii, . . . , I M et une capacite parasite de sortie Cmux- 

Une premiere borne de chaque interrupteur Ij 
constitue une entree du multiplexeur MUX. Les deuxiemes 
bornes des M interrupteurs Ij sont reliees entre elles 
et constituent la sortie du multiplexeur MUX. La 
capacite parasite Chux est situee entre la sortie du 
multiplexeur MUX et la masse du dispositif. 

La sortie du multiplexeur MUX est reliee ci un 
amplif icateur de charges AP. L 1 amplif icateur de charges 
AP comprend un amplif icateur & entree dif f erentielle AC 
tel que decrit precedemment en figure 1, un 
condensateur de contre-reaction et un dispositif Tr, 
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par exemple un transistor, pour reinitialiser le 
condensateur de contre-reaction . La capacite C TIA du 
condensateur de contre-reaction est egale a la charge 
maximum a lire issue d'un point elementaire (Q Pij ) 
5 divisee par 1" excursion de la tension de sortie de 
1 ' amplif icateur {AV) : 

AV 

C TIA ~ • 

Qpij 

Chaque bus BCj presente une capacite parasite 
de bus C B j . 

10 Les caracteristiques ' de 1 1 amplif icateur 

differentiel (bande passante, gain, vitesse de 
balayage, ..*) permettent de maintenir a un potentiel 
constant la capacite parasite de sortie du multiplexeur 
Cmux et la capacite parasite de chaque bus colonne C B j - 

15 La capacite parasite du multiplexeur etant relive & 
1' entree inverseuse de 1 1 amplif icateur de charges, elle 
est en effet maintenue en permanence au potentiel de 
reference Vref appliqu^e sur 1 ' entree non inverseuse de 
1 1 amplif icateur de charges, 

20 Avantageusement , la capacite parasite de bus C B j 

constitue un reservoir temporaire pour les charges 
detect£es par un detecteur Aij . 

La figure 3 represente un chronogranune de 
lecture de deux points elementaires successifs d'une 

2 5 mgme ligne de matrice de points elementaires selon 
1 1 invention. 

La prise d' image synchrone est g£r6e par 
1'horloge HP commune k tous les points Elementaires. La 
quantity de charges Q Pij int6gr£es dans le point 
30 Elementaire Pij est donn£e par 1' equation suivante : 
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Qpij = Idij X Tp, 

ou Idij est le courant dans le detecteur A A j et Tp le 
temps de pose. 

La lecture des paquets de charges des points 
el^mentaires s'effectue ligne par ligne ci I'aide des 
horloges ligne HCi et HAi . Les stimuli HCi et HAi 
propres a la ligne de rang i sont tels qu'a la fin de 
la lecture de la ligne tous les transistors de stockage 
Tc de chaque point elementaire de la ligne sont vides 
de charges et reinitialises pour la prise d ' image 
suivante . 

L 1 amplif icateur de charges est realise a partir 
d'un amplif icateur differentiel a courant d' entree nul 
dont les caracteristiques. (bande passante, gain, 
vitesse de balayage, ---) sont telles cju'elles lui 
permettent de maintenir un potentiel constant la 

capacite parasite de sortie Cmox du multiplexeur MUX et 
la capacity parasite de chaque bus colonne C B j - La 
capacity parasite de sortie Cmux multiplexeur MUX est 
reliee ci 1 ' entree inverseuse de 1 * ampl if icateur de 
charges dont 1 ' entree non-inverseuse est reliee a la 
tension Vref . La tension aux bornes de la capacity Cmux 
est done 6gale a Vref. 

Les conditions initiales du dispositif de 
lecture peuvent s ' enoncer comme suit : 

— les M bus colonne de la matrice sont maintenus au 
potentiel Vref par 1 * interm6diaire de leur capacity 
parasite respective C Bj ( j=l, 2, . . . , M) , 

- le multiplexeur n'adresse aucune colonne vers 
1 • amplif icateur * de charges, 
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- le condensateur C TIA de 1 • amplif icateur de charges est 
reinitialise par le dispositif Tr. 

La difference de potentiel aux bornes de C TIA 
est nulle et done la tension de sortie Vs de 
5 1 1 amplif icateur de charges verifie la relation Vs=Vref . 

Sous 1' action des signaux d'horloge HAi et HCi, 
les points elementaires P i;j de la ligne de rang i sont 
vides de leurs charges. Le paquet de charges Q Pij de 
chaque point elernentaire p ij (j = l, 2, . M) est ainsi 
10 transfere aux bornes de la capacite parasite C B 3 * . 

Le transfert de charges dure de 1 1 instant T2 a 
1 9 instant T3 . L • instant T2 est 1 1 instant ou debute le 
transfert des charges hors du point elernentaire. 

L' instant T3 est 1 • instant ou le signal 
15 d'horloge HCi atteint la valeur 0 volt. L • instant T3 
est par consequent 1' instant ou tous les points 
elementaires de la ligne i sont vides de toute charge. 

L 1 instant T2, associe a un point elernentaire, 
arrive d'autant plus tot que la charge stock^e dans ce 

2 0 point elernentaire est importante . 

Sur la figure 3, 1» instant T2 associe au point 
616mentaire Pij devance 1' instant T'2 associe au point 
Elernentaire Pij+1 car, selon 1 ' exemple choisi, la 
quantite de charges Qpij est plus elevee que la 
25 quantite de charges Qpij+1. 

A l'extr&me, si un point elernentaire est rempli 
de la quantite de charge maximale qu^l est capable de 
stacker, 1* instant T2 sera identique a 1 ' instant Tl qui 
correspond au dEmarrage de la decroissance du signal de 

3 0 1 'horloge HCi . 
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Afin de ne 



pas perdre 1 'information stockee 



sous forme de paquet de charges aux bornes de la 
capacite C B j , il faut maintenir en polarisation inverse 
les diodes de grille des transistors d'adressage T a . La 
relation suivante doit alors etre verifiee : 

V Bj >0 

Le potentiel de r6f6rence doit alors verifier 
la relation ci-dessous : 



Toutefois, pour ne pas trop augmenter Vref, il 
peut dtre avantageux de rajouter des dispositifs 
supplementaires qui permettent d' augmenter CBj, par 



BCj et la masse du dispositif de lecture. 

Sous 1 1 action d ' une commande K', lors de la 
conversion du paquet de charges de la colonne de rang 
j , 1 1 interrupteur Ij du multiplexeur MUX est f erme 
(instant T 5 ) . La capacity C B j est alors 61ectriquement 
relive & 1 • entree non-inverseuse de 1 • amplif icateur de 
charges qui est maintenue au potentiel de reference 
Vref. Ceci a pour effet de reinitialiser la capacite 
parasite au potentiel Vref et done de transferer le 
paquet de charges Q Pi j dans la capacite C T ia de 
1 'amplif icateur de charges AP. 



Vref > 



Qpjj 



exemple par implantation de condensateurs entre le bus 
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A 1' instant T 5 ou 1 ' interrupteur Ij est ferme, 
la tension de sortie Vs de 1 • amplif icateur de charges 
est egale a Vref. De 1 1 instant T 5 a 1' instant T 6/ la 
tension Vs evolue de la valeur Vref a la valeur 
5 Vref+Avsij ou Avsij est 6gal a Q P ij/C T r A . 

La capacite parasite C B j du bus colonne de rang 
j , de meme que la capacite de sortie Cmux du 
multiplexeur MUX n 1 interviennent pas dans la fonction 
de transfert de la charge Q Pij . Avantageusement, 

10 1 'architecture proposee selon 1 1 invention conserve la 
charge transferee . 

Parallelement a la variation de la tension de 
sortie Vs, la tension V Bj aux bornes de la capacite de 
bus C B j evolue de Vref-AV Bj a Vref. La capacite de bus 

15 C B j est alors prete a stocker un paquet de charges 
associe a un autre point elementaire de la colonne de 
rang j , par exemple le point Pi + ij . 

La tension de sortie Vs conserve la valeur Vref 
+ AVsij entre les instants T 6 et T 7 , 1 1 instant T 7 etant 

20 1' instant ou le signal d'horloge HR applique au 
dispositif Tr une impulsion pour r6initialiser la 
capacite C T ia- Pendant la duree de 1 ^ impulsion , entre 
les instants T 7 et T 8/ la tension de sortie Vs evolue de 
la valeur Vref+Vsij a la valeur Vref. 

2 5 La conversion du paquet de charges Qpij + i du 

point elementaire Pij+1 stocke aux bornes de la 
capacite C B j + i peut alors debuter (cf. instants T 9 , T 10 , 
Tn et Ti 2 sur la figure 3) . 

La conversion par 1 1 amplif icateur de charges 

30 d'un premier paquet de charges d'une ligne peut debuter 
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des le debut du transfert de 1 ' ensemble des paquets de 
charges de la ligne. 

Le dispositif de lecture selon 1' invention 
comprend un seul amplif icateur de charges pour lire, 
ligne par ligne, un ensemble de N x M detecteurs 
elementaires . 

L' invention concerne egalement un dispositif de 
lecture de matrice comprenant plusieurs amplif icateurs 
de charges, chaque amplif icateur de charges £tant 
associe a une matrice elementaire. 

Avantageusement , le nombre d 1 amplif icateurs de 
charges peut alors etre optimise en fonction du cahier 
des charges du circuit de lecture. Une telle 
architecture trouve une application particuli&rement 
interessante dans le cas des matrices de grandes 
dimensions telles que, par exemple les matrices 
1000 x 1000. 

Le nombre d' amplif icateurs de charges peut 
ainsi, par exemple, §tre double. Dans ce cas, les 
amplif icateurs de charges sont utilises par paire, en 
parallele, et convertissent les paquets de charges en 
alternance . 

Selon un perfect ionnement de 1 1 invention r les 
differents bus colonne Bj , (j = l/ 2, M) sont 

reinitialises au potentiel Vref ci 1 • aide d'un 
dispositif de reinitialisation prevu a cette fin. Au 
moment voulu, la tension Vref est alors appliquee 
directement aux bus colonne Bj . 

Selon 1* invention, il est possible d'augmenter 
de plusieurs dizaines de fois la valeur du courant de 
polarisation de 1 1 amplif icateur de charges par rapport 
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a l'art anterieur. Cette augmentation de courant, 
associee a une implantation optimisee sans contrainte 
de place, permet une tres importante reduction de la 
tension 6quivalente de bruit ramenee en entree de 
5 1 'amplif icateur de charges (reduction typiquement d'un 
facteur 5 a 10) . 

Selon les modes de realisation de 1 ' invention 
decrits ci-dessus, chaque point elementaire P i:i comprend 
un transistor Tp d* adaptation d ' impedance , un 
10 transistor Tc d ' integration de charges et un transistor 
Ta d'adressage. De fa<?on plus generale, 1 ' invention 
concerne tout type de point elementaire comprenant un 
dispositif d 1 adaptation d' impedance, un dispositif 
d ■ integration et un dispositif d'adressage. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif de lecture de circuit detecteur 
de rayonnement constitue d'une matrice de detecteurs 
elernentaires (A^) sous la forme d'une matrice de N 
lignes par M colonnes, le dispositif de lecture 
comprenant : 

— un ensemble de points elernentaires (Pij) , chaque 
point elementaire (Pij) etant associe k un detecteur 
elementaire (Aij) pour stocker les charges detectees 
par le detecteur elementaire (A^) , et 

- des moyens de conversion (AP) des charges stockees 
dans chaque point elementaire (Pij) , 

chaque point elementaire comprenant des moyens 
d'adressage (Ta) pour adresser les charges contenues 
dans chaque point elementaire (Pij ) vers les moyens de 
conversion (AP) , caracteris£ en ce que le dispositif de 
lecture comprend des moyens de stockage intermediaire 
(C B j) pour stocker les charges adressees issues de 
chaque point elementaire (P±j) et des moyens de 
transfert (MUX) pour transferer sequent iellement, vers 
les moyens de conversion, les charges stockees dans les 
moyens de stockage intermediaire (C B j). 

2. Dispositif de lecture de circuit detecteur 
de rayonnement selon la revendication 1, caracteris^ en 
ce que les moyens de stockage intermediaire (C B j) sont 
constitues de la capacite parasite d'un bus colonne 

(Bcj) qui relie entre eux les differents points 
elernentaires d'une m§me colonne de detecteurs 
elernentaires (Aij) et en ce que les moyens de transfert 

(MUX) sont constitues d'un multiplexeur ayant M entrees 
et une sortie. 
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3 . Dispositif de lecture de circuit detecteur 
de raybnnement selon la revendication 2, caracterise en 
ce que les moyens de conversion (AP) sont constitues 
d'un amplif icateur de charges (AP) dont 1 ' entree est 
reli6e a la sortie du multiplexeur (MUX) . 

4. Dispositif de lecture de circuit detecteur 
de rayonnement selon la revendication 3, caracterise en 
ce que 1 • amplif icateur de charges comprend : 

- un amplif icateur different iel ayant une entree 
inverseuse (-) , une entree non inverseuse ( + ) et une 
sortie, 

- une capacite de contre-reaction (C TIA ) ayant une 
premiere borne reliee a 1 1 entree inverseuse et une 
deuxi^me borne reliee a la sortie de 1 ' amplif icateur 
dif f erentiel , et 

- un dispositif de reinitialisation (Tr) de la capacite 
de contre-reaction <C T ia) ayant une premiere borne 
relive a 1' entree inverseuse et une deuxi^me borne 
reliee a la sortie de 1 1 amplif icateur dif f erentiel , 

1' entree inverseuse (-) constituant 1 ' entree de 
1 'amplif icateur de charges et 1 ' entree non inverseuse 
etant reliee a une tension de reference (Vref ) . 

5. Dispositif de lecture de circuit detecteur 
de rayonnement selon la revendication 2, caracterise en 
ce qu'il comprend un dispositif pour reinitialiser les 
differents bus colonne (Bj) a la tension de reference 
(Vref) . 

6. Circuit detecteur de rayonnement comprenant 
une matrice de d^tecteurs 4lementaires (Aij) et un 
dispositif de lecture pour lire les charges d£tect6es 
par les detecteurs elementaires , caract6ris6 en ce que 



2797734 



18 



la matrice de detecteurs elementaires comprend k 
matrices elementaires de lignes et colonnes , k 

etant un nombre entier superieur ou egal a 1, le 
dispositif de lecture comprenant k dispositifs de 
lecture Elementaires, chaque dispositif de lecture 
elementaire etant un dispositif selon l'une quelconque 
des revendications 1 a 5 pour lire les charges 
detectees par une matrice elementaire. 
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